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スマートフォンや大型テレビ等に用いられるフラットパネルディスプレーの製造においては、

大面積のガラス基板に 350℃以下の低温でシリコン酸化膜を形成する。特にパネル上の TFT に酸

化物半導体を適用した場合、温度による特性変動が懸念されるために低温でのシリコン酸化膜形

成は必須な技術となっている。 

現在、一般的に低温シリコン酸化膜形成はプラズマ CVD で行われている。しかしながら、プラ

ズマ CVDは真空中の処理であり、大面積のガラス基板の場合、大容量の真空チャンバーや真空ポ

ンプが必要で、スループットやフットプリント・価格という観点から CoO（cost of ownership）に

課題がある。また、プラズマを用いているため、プラズマダメージによる特性変動やチャンバー

内金属コンタミネーション発生の懸念もあった。これに対し、真空やプラズマを用いない常圧

CVDは CoO が低く、ダメージやコンタミネーションに対しても有利となる。今回、我々はこの

常圧 CVDで低温でもシリコン酸化膜形成が可能となる SiH4/O3ガス系の装置を開発し、膜特性か

ら成膜条件の最適化を行い、300℃以下の低温で成膜したシリコン酸化膜を酸化物半導体 TFT の

パッシベーションに適用し評価した。 

図-1 は今回開発した低温常圧 CVD 装置のリアクターの概略図である。リアクターは N2で希釈

した SiH4と O3/O2をポストミックス方式で反応させるもので、この下を一定温度に保った基板を

一定速度で通過させることで均一なシリコン酸化膜を形成する。この装置を用いて基板移動速度

と O3濃度を一定とし、加熱温度を変化させたときの SiH4流量と堆積膜厚の関係を図-2 に示す。

150℃の低温でもシリコン酸化膜の成膜が可能であり、250℃で 100 nmの低温シリコン酸化膜を十

分なスループットで成膜できる条件を確認した。また、この膜を酸化物半導体 TFT のパッシベー

ションに適用し、良好な特性が得られることを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図-1 低温常圧 CVD装置のリアクター概略図         図-2 低温シリコン酸化膜の成膜特性 
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